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ZnSnN2 este un material semiconductor de perspectivă pentru optoelectronica con-
temporană, fiind format din elemente chimice nontoxice și răspândite pe larg în natură. 
ZnSnN2 este caracterizat de valoarea lățimii benzii interzise de cca 1,7-1,8 eV [1, 2] fiind 
astfel promițător pentru aplicarea în calitate de absorbant în celulă solară top în structuri 
fotovoltaice de tip tandem. În general, proprietățile optice sunt mai puțin studiate și la 
moment multe date sunt lipsă sau contradictorii. Stabilitatea de fază și fizica defectelor 
în acest semiconductor indică potențiale probleme în creșterea unui compus monofazic. 
Printre metodele de sinteză se enumeră MBE [3], RF sputtering [4] ș.a., calitatea filmelor 
obținute fiind puternic influențată de temperatura suportului.

În această lucrare, sunt prezentate rezultate axate pe prepararea filmelor de ZnSnN2 
prin DC magnetron sputtering, descrierea teoretică fiind prezentată anterior [5]. În ca-
litate de suporturi au fost folosite placi de sticlă a căror temperatura a fost variată între 
30°C și 300°C. În calitate de țintă pentru magnetron a fost folosit aliajul Zn+Sn în raport 
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[Zn]/[Sn]=50/50 %at. Structura probelor preparate a fost caracterizată folosind GI-XRD 
(anod de Cu λKα1=1,54060Å, λKα2=1,54439Å, 0,3°-1,0°), iar morfologia utilizând micro-
scopia de forță atomică în non-contact mode. Analiza cantitativă a difractogramelor a 
fost efectuată cu folosirea metodei Rietveld [6]. Determinarea dimensiunilor nanocrista-
litelor și a microstrain-ului s-a realizat prin metoda Williamson-Hall [7] cu considerarea 
pentru funcția de profil a liniei de difracție funcția Pseudo-Voight [8].

Analiza tabloului de difracție a straturilor preparate pe sticlă (Fig.1) a demonstrat 
formarea materialului semiconductor ZnSnN2, cu structura cristalină ce corespunde 
rețelei ortorombice Pna21 cu parametrii rețelei cristaline ce depind de temperatura su-
portului (Tab.).

Tabel 
Parametrii rețelei cristaline pentru ZnSnN2/sticlă deteminate din analiza 

difractogramelor pentru diferite temperaturi ale suportului

ZnSnN2/sticlă
Tsuport, °C a, Å b, Å c, Å

34 5,870 6,777 5,474
70 5,872 6,813 5,496

100 5,897 6,772 5,475
150 5,880 6,768 5,469
200 5,855 6,771 5,473
250 5,867 6,776 5,508

Fig. 1. Difractogramele GI-XRD a structurilor ZnSnN2/sticlă sub unghiuri mici (0,5°) și 
morfologia suprafeței acestora (500x500 nm2)
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Ştiinţe ale naturii și exacte
Fizică şi Inginerie
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Fig. 2. Rugozitatea și microstrain în funcție de temperatura suportului structurilor 
ZnSnN2/sticlă

 A fost stabilit că dimensiunea cristalitelor variază în limitele 4-16 nm, mărimea lor 
fiind practic constantă și maximă pentru temperaturile suportului între 100°C și 200°C. 
Rugozitatea suprafeței denotă o scădere clară de la 13 nm la 2 nm odată cu creșterea 
temperaturii suportului (Fig.2). Dependența microstrain-ului de temperatura suportului 
prezintă un minim la 150°C, ce corespunde maximului intensităii tabloului de difracție 
în funcție de temperatura suportului.
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